T4 k¥ y T - LAVEBET /A ROMISHEHE

EHER - 5HE KA

AEFRTIREFRFE TER BHRESTER

» ARAE
JJIZ’T*(?&(SlC) gﬂ:j: D) ﬁA(GaN)‘\bEﬁ{th U AGax03) 2 EDT A F¥ v v THEEKBFLVAFFIR. SVEBKIREREE
ENTWETY. BNERZFCACEELZE-BRE-LEEMS) SV IR 2 CHL

LTHY. KRS s e LT3
T 3> "XﬁiM’EzzE'titMlsﬁﬁﬁﬁtlztﬁ‘}itxﬁﬁﬁb\&)% LEZbNEH. MISREIFHHEEEETT.
B2 ER1ICRT LS HRCGaANRSEFBEE NS Y VR AHEMT) R ED T A R¥ v v THEEOEEVFEBIROMISEE O FH & &
[E(C-VEFPERMESORTEZ@BLC THRZELTVWET.

=)

HIZDLT, Ilc_ﬁg B/t
J—A NP2
I e

LT o HEAEIB/AIGaNRE
--------- % AlGaN/GaNR &

GaN
\/ SIC, GaN, SiftiR

2RFTTEFHR
X1 AlGaN/GaN MIS HEMT#&1&

» IR T & 2 Il » EEY> S
- GaNFHEMTOMISFHETE -
h

researchmap

ERMEZEOEL O

» ¥F—TJ—F
DA RF¥ry FHEEER MSHE ESHE Wide Gap Semiconductor MIS Interface Fluctuation T*#$8E |EXREFIE &

7 NI

(TEHEEY a—F1&—4% FIH B TEL 096-342-3247 FAX:096-342-3239 mail:t-wada@jimu.kumamoto-u.ac.jp



	ワイドギャップ・化合物半導体デバイスのMIS界面評価
	研究内容
	提供できる技術
	関連リンク
	キーワード


